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【57】申請專利範圍
1.　一種感光晶片之製造方法，包含：  提供一晶圓；
直線切割該晶圓，使該晶圓形成複數第一切割線彼此平行；

直線切割該晶圓，使該晶圓上形成複數第二切割線彼此平行，並使該晶圓切割成複數平

行四邊形單元；

重新排列該些平行四邊形單元，使上下相鄰之各該平行四邊形單元之一中線可彼此對齊

串接成複數預分割直線，其中各該平行四邊形單元之該中線恰可將各該平行四邊形單元

分成二個等腰梯形本體顛倒相接；及

分割該些平行四邊形單元，以形成複數等腰梯形本體。

2.　如請求項 1所述感光晶片之製造方法，其中該分割該些平行四邊形單元之步驟係以切割
刀切割該些預分割直線。

3.　如請求項 1所述感光晶片之製造方法，其中該直線切割該晶圓之步驟係以切割刀切割。
4.　如請求項 1所述感光晶片之製造方法，其中該分割該些平行四邊形單元之步驟係以雷射
分割。

圖式簡單說明

圖 1為應用於穿戴裝置內習知感光模組之示意圖；
圖 2為習知具六邊外形感光晶片之晶圓佈局示意圖；
圖 3A為本發明一實施例中感光晶片的俯視示意圖；
圖 3B為本發明一實施例中感光晶片的側視示意圖；
圖 4為本發明一實施例中具等腰梯形外形之感光晶片未分割前的晶圓佈局之示意圖；
圖 5A為切割晶圓後去除如圖 4所示晶圓外圍不完整晶片之示意圖；
圖 5B為切割晶圓後重新排列平行四邊形單元之示意圖；
圖 6為本發明一實施例中感光模組之示意圖；及
圖 7為本發明感光模組與習知感光模組之比較示意圖。
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